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Allgemeine Anforderungen
Chemisch Zinn Refresh
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1 Allgemeine Informationen
e Bestellungen: Nur an die E-Mail-Adresse bestellung@hofstetter-pcb.de
senden

Hinweis: ohne vorliegende Bestellung kann die Ware nicht
gefertigt werden!

e Versand: Wir bendtigen Ihren gewlinschten Logistik-Dienstleister (TNT,
DHL, UPS, Spedition, ggf. Kurierexpress, etc.) sowie die
gewtinschte Versandoption (Expressdienst/ evtl. Zeitoption)
e Zahlungsbedingungen: 10 Tage oder nach Vereinbarung

Unberechtigter Skontoabzug wird nachgefordert

2 Informationen des chemisch Zinn (iSn) Refresh Prozesses
e Prozesschemie: Stannatech®2000H Atotech, horizontale Anlagentechnik
e Formate: Min: 150 mm x 100 mm

Max: 610 mm x 600 mm
(groBere Formate auf Anfrage)

e Leiterplatten Dicke: Min: 0,170 mm (<0,80 mm nur auf Anfrage)
Max: 4,50 mm

e iSn Refresh Schicht: Reines Zinn (mit geringem Gehalt an Anti-Whisker-Additive
- AWA) Whisker Kategorie analog IPC4554, 5

o Lotbarkeit " Keine Lagerbestandigkeit, da es sich um einen Nachbe-
arbeitungs-
Prozess handelt!
APL Hofstetter empfiehlt eine zeitnahe Verarbeitung nach dem
Refresh (maximal 4 Wochen)

e lonogene Verunreinigung: Nach dem iSn Refresh-Prozess <0,50 pug/cm? NaCl Aquivalent
(gemessen am APL Hofstetter Testboard)

¢ Blind microvias: Durchmesser min. 0,700 mm (aspect ratio max. 1:1), die
Bohrung
sollte trapezférmig sein, da sich diese als optimal herausstellt

! Bleifreier Lotprozess
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e Bohrlocher: Durchmesser min 0,200 mm mit aspect ratio max 1:10
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3 Anforderungen vor dem chemisch Zinn Refresh Prozess

3.1 Anforderungen fiir den Wareneingang bei APL Hofstetter

APL Hofstetter bearbeitet nur Leiterplatten die folgende Fehlermerkmale nicht aufweisen:
e Labels

e Kleberilickstande

e Markierungen mit Stiften (z.B. zur x-out Identifikation)

e Kondensate, Ol, Fette- und Schmiermittel Riickstande, Fingerabdriicke

e Lotstoppmasken Abldsungen, Lotstoppmasken-Rickstande

e Kontaminationen aller Art

e verbogene Leiterplatten

e unsaubere Multilayer Schnittkanten

e mechanische Defekte

e Mbdglichkeiten zum Eintritt von Flissigkeiten z.B. Ubergange von Starr-Flex Bereichen
e Sonstige Fehler It. IPC A600 Klasse 3, die das Refresh-Ergebnis negativ beeintrachtigen kénnen.

Abb. 2: Lotstoppmasken Rickstande

Abb. 3: Fingerabdruke/ Zinn Verunreinigungen Abb. 4: mechanische Defekte auf den Sn Pads
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3.2  Anforderungen fiir das Basismaterial

Standard FR4 und Teflon®/ PTFE Materialien von weltweit etablierten Herstellern sind problemlos
fur den Prozess zu verwenden. Andere Materialien werden nur nach Absprache (Aluminium,
Keramiken etc.) prozessiert. Folgende Basismaterialien kdnnen fiir den Prozess nicht verwendet
werden:

° FR1 ° FR2
° FR3 ° CEM1/ CEM2

3.3 Eingangskriterien der Lotstoppmaske

3.3.1 Lotstoppmaskentyp

Alle Lotstoppmasken missen fir den chemisch Zinn Refresh-Prozess durch APL Hofstetter oder
Atotech freigegeben sein. Die Lotstoppmaske muss genau nach den Spezifikationen des
Lackherstellers aufgebracht werden, was bedeutet, dass alle Anforderungen die den chemisch Zinn
Refresh-Prozess betreffen eingehalten werden miissen 2. Wurde die Létstoppmaske genau nach
den Spezifikationen aufgebracht, ist in der Regel kein undercut/ creeping nach dem Prozess
detektierbar.

Hinweis: Der Lotstoppmaskentyp TAIYO PSR4000 G23K und dessen Familie zeigten in der
Vergangenheit massive Lotprobleme nach dem iSn Refresh-Prozess.

3.3.2 Lotstoppmasken Layout

Das Lotstoppmasken Layout muss in Ubereinstimmung mit IPC-A-600 Klasse Il erfolgen. In
Abweichung zu IPC-A-600 Klasse 3 mussen alle Bohrungen entweder zu 100% get6ffnet oder zu
100% definiert geschlossen sein 3. Ebenfalls sollten padtangierende L&tstoppmasken-Kanten
vermieden werden.

2 Insbesondere wird eine UV-Nachbelichtung und/ oder eine Sonder-Aushértezeit empfohlen.
3 ZVEI Fachverband "PCB and Electronics Systems / Referenzdaten / Empfehlung "Lotstopplack Design fir
Vias"

- vom Marz 2012
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Abb. 8: undefiniert geschlossen/ nicht erlaubt

umlaufend freier Restring

Abb. 9: Pad nicht beriihrend/ erlaubt Abb. 10: Pad tangierend/ nicht erlaubt

3.3.3 Sonstige Lacke/Drucke

Alle zusatzlichen Lack- oder Druckarbeiten vor der Verzinnung (wie Kennzeichenlack,
Karbonlack, Umsteigerdruck, Abziehlack usw.) missen so ausgefiihrt sein, dass keinerlei
Beeintrachtigungen warend des Verzinnungsvorgangs auftreten. D.h. sie missen haftfest
und innert sein. Bestehen hierzu berechtigte Bedenken, muss eine Bearbeitung abgelehnt
werden. Treten dennoch Beeintrachtigungen des Zinnprozesses auf, werden Folgekosten
(z.B. fur Reinigung, Produktionsausfall usw.) in Rechnung gestellt.

3.4  Sn-Oberflache fiir chemisch Zinn Refresh-Prozess
Die Zinnoberflache muss frei von allen Kontaminationen organischer oder anorganischer Art sein.

3.5 Thermische Prozesse

Alle thermischen Prozesse missen vor dem chemisch Zinn Refresh-Prozess erfolgen. Temperatur-
einflisse (Kalte und Warme) nach dem chemisch Zinn Refresh Prozess flihren zu einer erneuten
Verschlechterung des Lotergebnisses.
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3.6 lonogene und andere Verunreinigungen

Die lonogene Verunreinigung bei Eingang der Leiterplatten sollte so gering wie moglich sein
(<0,50 pg/cm? NaCl dquivalent).
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4 Liefer- und Verpackungs- Bedingungen

4.1 Allgemeine Anforderungen

Perforierte und gefraste Multilayer missen so stabil sein, dass diese wahrend des chemisch Zinn
Refresh-Prozesses, beim Verpacken oder Versenden nicht brechen kénnen. Papierbdgen zwischen
den Leiterplatten sind aufgrund von Problemen wahrend der Auftragsfertigung nicht erlaubt.
Trocknungsmittel sind ebenfalls nicht erlaubt, diese kdnnen zu mechanischen Defekten sowie
Korrosion fiihren.

4.2  Verpackungen von eingehenden und ausgehenden Leiterplatten®

Die Verpackungen sollten so stabil sein, dass diese fur den Weitertransport zum Kunden wieder-
verwendet werden konnten. Eine groBere Anzahl von Kartons mussen auf einer Euro-Palette
geliefert werden. Alle Kartons/ Paletten missen gegen Transportschaden gesichert sein. Die
Leiterplatten sollten mit Dampfungsmaterialien wie Schaumstoff oder Luftpolsterfolie verpackt
werden, diese Dampfungsmaterialen mussen jedoch staub- und faserfrei sein. Die Leiterplatten
Verpackungseinheiten mussen in einem geeigneten Stapel von mind. 10 bis zu 25 Leiterplatten
eingeschrumpft werden.

5 Haftungsausschluss

APL Hofstetter Ubernimmt keine Garantie fiir Defekte, welche sich durch nicht Einhalten der allge-
meinen Anforderungen ergeben, sowie fir Defekte vom vorhergehenden Leiterplattenhersteller.
Des Weiteren kann APL Hofstetter auf folgende Lotbarkeit der Leiterplatten keine Garantie geben,
da der chemisch Zinn Refresh-Prozess ein Nachbearbeitungsschritt ist.

4 Die Leiterplatten durfen durch alle verwendeten Verpackungsmaterialien nicht negativ beeinflusst werden.
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